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微电子与微电子机械系统(MEMS)中的现代光学测试技术 
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摘要 介绍了微电子和微电子机械系统(加 -s)中几种常用的变形和形貌测量方法 及相关的测量设备。其中相 

移云纹于涉技术用于微电子器件的面内位移测量，灵敏度可达到纳米量级。显微栅线投影技术用于 MEMS的离面变形 

和形貌测量，灵敏度可达0．1微米。 
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Abstract Mechanical test of the materials and SttUCtLm~connnonly used in micro-electro-mechanical systems(MEMS)is aIl 

essential step towards the achievement of郇曲  design and~eliability of the micro mechanical components．The rr emem of the 

occm-fing mechanical quantifies，such as forces and dsfonnatiom，requires the development of i1u：~,t-testing procedmes，Non-contact and 

whole·field meammng aIld inspection methods are a unique technology for the meas~ nt of the sl1ape aad deformation of MEMS 

roslerials aad c0nm0neI1I5 

In recent yeats，mhstantiaI research has been carried out on rrIicr 舯唧 rs，micro-mirrors，micro-1XlO[Ol~，micro-plmll~，miClpg- 

valv~．micro-actuators，micro-lemes，aad 80 on The diameter of spherical lens is ab[1LIt 250
．

tan，the size of micro-motor is no咖 re 

than800tun，allinlet port sizeis only 80
．
tan．UnderScanningElectronicMicroscope(SEM)andAtomic FoweMicroscope(AFM)sub- 

micron displacement∞n be resolved．But，to fo~ding on the sample is more difficult and the defi~rmafitm illef1．$1Lre~ m。 is limited 

Optical methods are introduced for the small sampk testing of MESM materials aad sll'uclures in this P per．Th e methods are based 

on the laser inted~
．
，phase shifting，di 诅l lm correlation aad image p~ceming etc Using a LWDM (fo~．g w啊 distance 

microscope)and di speckle cccrelation method(DSCM)the stretchiag strain of a thin copper wire(diameter 0．1 m )gall be 

determined The pror~a technique is also apflfoable for measuring other MEMS materials that may be n 8mBller or thdrmer than that 

usedinthis paper Theinterference of Ug be哪 of q la【paIl1 differenceis usedforthe mea urer删 ofthe Yom~g’s modl[1hls of a 

micro-beam _̂盯oF wedge which consists of aI】orbital plate and a mlcro-beam which forms paIl of a micro-accelerometcr is 

illuminated by a oollinmted rrD刀0chmn】alic sodium Ught beam．Loading oil the micro-beam is accomplished by a loading-pin mounted on 

a 3-aMs translation-stage and the res~lting interference fringe pattern is observed u曲1g a CCD cameTa comme~ to a computer．Loodi~s 

are reoolded u5iT a| gh semidve load cdl thatⅡ u loads ofup to 2OO g with a resolution of0 01 g． 

This paper also describes the LBe of optical fringe p∞j∞n0n method for 3-D mdace profile meazurem~t of small 0bjecls．In this 

method．sinusoidallinearfringes are projected onthe object stu4~ace by a sinusoidal g~ting phase sII幽TIg projector and al删 The 

inm ofthe pattom is ca砷 by another LWDM and a CCD cai'nts．1~aad processed by．p 宕hi Ilg techniques．A simple 

procedure is described which embles calib~ on of the otxical set·up for subsequent quantitative me．,surement of unknown 0bieet shapes 

aad defonmuons The method developed Call3 also be a#ied to the meogtirenlent of the w of a small component under thermal 

l0a击Ilg This method is relatively出叫e and acctu'ate，aIld is capab1e of c0ndLl ng ful1),autematod me础 rr-町lls．The dofommfion of 

amlcromJnor(100tun×100脚 )driven by an electrostatic force is measured by．colff1]3~wlllg the~ iles between dsfonned and 

u~dsformed The ra~lmum displacementof micro miM is nomorethaI】2 micror~ Thus，the rotatiml aTl e ofthe micromurorisless 

2出gre ，Experimental results obtained demonstratethefeasibility ofthe p~posedmethod be usedfor al “gthe contounngof the 

m Ⅲ ure 

Keywords MSero-electro-nlechmfical system (MEMS)；Microde咖  

Correspondent：HEXiaoyuan．E-ma／／：mmhxy@seu． ．m ．Fax：+86—25—7712719 

The waject surpported by the National Namml Scier,ce Foundation of China(No．10072017) 

Manuscript reeelved20010928．in revisedform 2001l106． 

20010928收到初稿 ，如叭l106收到修改稿。国家自然科学基金资助项 目(10072017)。 

维普资讯 http://www.cqvip.com 

http://www.cqvip.com


机 械 强 度 21301丘 

引言 

随着微电子工业的发展，大规模集成电路不仅广 

泛应用于计算机、通讯、汽车、工业控制等方面，而且也 

普遍应用于13常生活用品(如移动电话、摄像机、电视 

机、洗衣机甚至玩具等)，这就要求集成电路进一步朝 

着小型化方向发展。应用领域对微电子器件提出的减 

小体积、减轻重量和降低器件成本的要求必将促进新 

的微电子封装技术的发展。由于集成度提高．体积减 

小引起散热不畅而导致微电子电路局部区域温度升 

高，成了影响微电子器件可靠性的一个重要因素。热 

变形的影响主要表现在两个方面，一是在工作状态下 

由于微电子器件自身发热和散热不畅，导致过大的温 

度梯度而产生的温度应力，长期运行会使结构发生疲 

劳破坏，导致电路不能正常工作。另一方面是由于所 

使用材料物理性质的差异，在不同的环境温度下，即使 

其内部温度均匀也可能会产生很大的温度应力和翘曲 

变形，导致集成块或印刷电路板之间不能正常接触而 

影响封装过程。 

光测力学方法是用于检测微电子器件热变形的有 

效手段，云纹干涉技术已经很好地解决了微电子器件 

被测截面上二维位移场的测量问题 t 3，相移显微云纹 

干涉技术可以获得 10．4纳米，线的高灵敏度二维位移 

分布 。但是对大多数微电子器件甚至印刷电路板． 

受热后翘曲变形的测量还不能满足科研和生产的需 

要。这些翘曲变形大都在几百纳米到几十微米之间， 

传统的影像云纹方法由于受到光栅密度的限制而不易 

达到亚微米级的灵敏度，而传统的激光干涉技术又因 

量程限制而不能满足这一量级离面位移测量的需要。 

1998年第 48届 ECTC会议上 K．Venna等人提出用红 

外干涉技术测量微电子器件的翘曲变形，但由于激光 

功率过大和对环境要求较高，也难以满足工业测量操 

作安全性的要求 。 

微电子机械系统(mioax~electro—mechanical system， 

MEMS)的研究迫使平面印刷加工技术从加工静态结构 

(大规模集成电路)转向加工动态结构(MEMs)，动态结 

构的封装远比静态结构要复杂得多。随着 MEMS研究 

的深人，其在国防、医疗、航空航天、汽车等领域中的应 

用也 13趋增多。人们已不再仅仅满足于这些系统的功 

能实现，而更多地注意研究 MEMS结构工作的稳定性 

可靠性和优化设计问题。为了保证MEMS结构在各种 

不同环境条件下运行的可靠性和稳定性，对于微机械 

结构的力学性能分析以及构成这些结构所用材料的破 

坏机理的研究成了人们关注的课题。特别是在军事、 

空间技术以及人体器官等的应用中，对微机械结构的 

力学特性将会提出更高的要求。目前，在 MEMS结构 

(主要有微泵、微电机、微轴承、微阀和微型传感器等) 

中所使用的材料大多以硅、陶瓷、薄膜和玻璃为主。从 

国内召开过的一些与MEMS有关的专题研讨会看，清 

华大学、上海交通大学 、东南大学等高校和科研院所在 

微加速度计、微电机、微泵等的设计和研制方面已取得 

很大的进展。但是，在 MEMS材料和微结构的基本力 

学特性的研究方面还显得远远不够，由于 MEMS结构 

不同于常规机械结构，不能引用常规条件下材料和结 

构的力学特性参数尤其是动力学特性参数进行设计。 

而目前也没有系统的方法对几何尺寸不到1 mill的材 

料试样或结构的力学特性，特别是动力学特性进行测 

试。笔者前年曾在美国韦恩州立大学访问研究 ，所在 

课题组最新研制的用于小试样材料力学性能(包括疲 

劳)测试的小型材料试验机，测力灵敏度可达 1克，但 

变形测量尚不能令人满意。而对于微结构动力学特性 

的测试方法方面的报道至今尚不多见。 

基于栅线投影法的微米级表面形貌测量技术已成 

功地用于 Bail Grid Array(BGA)在240。c下的翘曲变形 

测量 。，但其测量速度和灵敏度还远不能满足微电子 

器件测量的普遍要求。栅线投影法的灵敏度取决于图 

象采集系统的空间分辨率、栅线识别精度以及投影方 

向与观察方向之间的夹角，测量速度取决于栅线位置 

识别计算量的大小。提高图象系统的空间分辨率会大 

大增加系统成本，加大夹角会增加测量盲区，为提高速 

度而减小图象相关计算的样本图象又会影响测量精 

度。针对这些问题，本文将进一步介绍运用远距离显 

微成象技术、显微云纹干涉技术、投影栅线测量技术并 

结合相移技术和数字图象相关技术等，测量微电子器 

件和MEMS材料与结构的微小变形的方法，通过如何 

合理选用栅线灰度分布和CCD的输出参数，以获得高 

信噪比的栅线图象；通过改进图象匹配算法，在保证计 

算精度的前提下提高测量速度；运用远距离显微成象 

技术，以满足微小区域形貌和离面位移测量的需要。 

2 相移云纹干涉技术用于微电子器件的纳米 

级变形测量 

将高密度光栅(通常为1 200线／nm1)复制于试件的 

被测表面，采用图 1所示的光路，可以测量试件表面的 

面内位移场。图2是根据该光路研制的显微云纹干涉 

测量仪 图3是用显微云纹干涉仪测得的 Chip So．ale 

Packaging(CSP)某一截面上的云纹干涉条纹图。该干 

涉条纹图代表被测截面上竖直方向的位移分布，每 2 

级条纹间的位移差为417纳米。通过提高放大倍数可 

以研究单个焊锡球的变形分布，图4所示是经放大后 

单个焊锡球的干涉条纹图。由于放大后的干涉条纹比 

较稀疏，直接通过条纹还不能分析拐角局部的变形分 

布 采用4步相移技术可以对条纹进行细分。根据 4 

幅位相相差90~的条纹图，可以获得图5所示的位相图 
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基 ■ 
图 【 云故干涉光路图 

Fig 【 (n，cal path m 

lmt<lteron~ w 

图2 多功能显诱云纹干涉仪 

Fig 2 Muff-funcfi~l micro molr6 

Ln* nⅪ t 

图3 csP截面西纹干涉条纹 图4 焊锡球截面云纹 
F 3 Molt6 pattern a岱P 干涉条纹 

⋯ 麝 

图 5 焊锝球截面上位相分布图 
Fig 5 PhⅡsel『圳 Ⅱsolderhall 

图6 细化40倍的二瞧条纹图 

Fig 6 Ttfitming “ 40 

tnultiplic~atiotls 

对位相图进行数值细分可以使条纹加密到 40倍以上。 

图6是加密40倍的位相条纹图，每 2级条纹间的位移 

差为 lO 4纳米。 

3 立体摄影与图象相关测量 Ball Grid Array 

(BGA)焊锡球顶点的共面度 

封装好的芯片需要通过图 7所示的 BGA或其他 

形式连接到印刷电路板上，在与印刷板焊接时要求所 

有焊锡球的顶点尽可能在同一平面上，通常误差不得 

超过 100微米。利用图8所示的立体摄影系统摄得图 

7所示的a、b2幅分别由左摄像机和右摄像机摄得的 

图 8 立体摄影光路图 

Fig 8 O c path stereo captm'e syst~  

la)左摄像机摄得 (b)右摄像机摄得 

fa1Q ured I ⋯ (b)Cap~uted n酋n一  

图7 立体摄影系统拍得的BĜ 表面图 
r 7 111eitnage of BGA surface captured b、s 0 capture m 

图 9 立伴摄 影系统删碍的 BGA焊锝球 的高压差 

Hg 9 Exper~ tn]~suhs he／出 differ~lce solder balls 

图样：采用数字图象相关技术可以确定同一焊锡球在 

左右图象中位置的差异，根据位置差异可以计算出焊 

锡球之间的高度差如图9所示。 

4 数字图象相关技术用于微小试样的力学性 

能测试 

金属丝、薄膜和硅及陶瓷等是加工 MEMS结构常 

用的材料，通常这些材料不可能加工成现行材料试验 

规范所规定尺寸的标准试样，即使可以加工成这样的 

试样，用这种试样所测得的材料参数也不能代表这种 

材料在 MEMS尺度下的材料参数。因为研究结果表 

明：材料的力学特性将随结构尺寸的大小改变而发生 

变化 因此，必须采用新的测试方法进行 MEMS材料 

的力学性能测试。具有非接触、全场性的光学测量方 
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图 10 微小试样拉压弯试验台 图 11 国产反射式远距离显微镜 
Fig 10 Loading stage for small sp~．timen Fig l1 Long~ tking distm~ nficroscope 

法是唯一有效的办法。数字散斑相关技术可用于分析 

物体表面的面内变形，对于测量拉伸试样的线应变是 
一 种非常有效的手段。图 l0是用于微小试样加载的 

试验台，可用于金属丝、薄膜和试样尺度在 10IlfllTI左右 

的小试样的拉压和弯曲试验。图1l是一台国产反射 

式远距离显徽镜，该显徽镜配有 5倍和 l0倍目镜用于 

直接寻找和观察目标，其尾端也可以直接连接 CCD摄 

像机，用于图象采集。图 12是用该设备拍摄的不同荷 

载下金属丝表面图样 用数字图象相关分析技术可以 

计算出不同荷载作用下的表面应变，其应变分布如图 

l3所示。 

拉伸攻数 Times ofstretching 

图 I] 不同荷载下金属丝表面应变 

Fig．】3 Strain distribution a copp盯 ,tAretiller difl'e~ltload 

5 用于MEMS研究的纳米级三维形貌与变形 

测量技术 

MEMS结构的几何尺寸通常要比常规机械小 3个 

数量级，因此用于常规力学性能测量的手段几乎都不 

fa】 

) 

【c] 

，d 

图 12 不同荷载下金属丝f直径 100邶 1 

表面图样 

F ．12 The speckle patte~ 0f a copperwim 

(O 100 vm)under different load 

能直接用于 MEMS力学性能的测量，必须采用显微技 

术 普通显微镜由于工作距离太短，而不能在试样与 

物镜之问加装任何其他装置来实施深度方向几何尺寸 

和变化的测量 远距离显徽镜可以很好地解决这一问 

题。由于远距离显微镜的工作距离通常可达 100 ITlffn 

以上，因此可以在远距离显微镜头与试样之问加装必 

要的光学元件 ，用于测量试样表面的形貌和变形等 

目前用于 MEMS结构形貌与变形测量主要有以下两类 

方法。 

1)干涉测量技术 

图 l4是在远距离显微镜下观察到的代表微镜表 

面变形的干涉条纹，根据干涉条纹图样和测量光路的 

设置，可以直接计算微镜表面的变形 同样，图 l5是 

移动电话上使用的麦克风振动膜的振型条纹图，在振 

动膜的电极上通电即可实时观察到干涉条纹的变化 ， 

并可定量计算出振动膜的振动。图 16是荷载作用下 

微梁弯曲的干涉图样，据此可以计算材料的弹性模量 

2)栅线投影技术 

栅线投影法结合相移技术可以进行高精度的三维 

形貌测量。图 l7是基于这一测量技术所研制的高精 

度显微三维轮廓仪，图 l8是用于系统标定及放置样品 

的试验台。由于该系统可以测量微小样品的表面轮 

廓，因此比较不同状态下的轮廓之差，即可获得样品的 

表面变形 图 l9是在微镜表面投影的正弦栅线图样， 

用显微三维轮廓仪测得在电场作用下微镜的表面变形 

图l4 徽镜表面形貌干涉条纹 
Fig 】4 Intently " patternm 

the sm'face 日inica'0 nⅡI工町 

图I5 麦克风振动膜的振型条纹图 

F 】5 Inteffe~,'netry fringe pattern on 

the surf~e or a nfiemⅡ}啪 e 

图】6 微粱表面变形干涉条纹 
Fig 16 Interfea'arm~' pattern m 

the surface amicrobeam 
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E 】0 
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l00 
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图 l7 显微三维轮廓仪 

Fig I7 3 I)i micro pt~ ler 

图 18 测试与标定移动台 

Fig 18 T~ting and callbcafion stage 

嘲 ， 
>、、 

， j l 鹭 一／ ( 4o)、、 一 i ／ 

图∞ 电场作用下馓楗所发生的转动 
Ftg 20 ond micro 一 apphed vol~ge 

一  
图 2l 微镜电概板 

Fig 2I An electrode pad 

图笠 微镜电般板的三维形貌 

ng丑 1k  profile of a口P]t~2ttode pad 

6 结论 

图 l9 微镜表面正弦栅线图样 
Fig 19 Fringe pattem ∞ the r,ficromLm  

研究结果表明，光学显微测量技术是用于微电子 

和MENS力学性能测试的非常有效的方法 结合激光 

干涉技术，它不仅可用于微器件的表面形貌测量和变 

” 形测量
，而且结合一定的图象采集和处理技术，这类方 

法还可用于MEMS结构动力学特性的测量。 
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如图2o所示。该系统的高度{舆I量分辨率为O 1微米， 

高度测量范围为 0．5～5OO微米。被测样品的平面测 

量范匿为0．5～5ⅡⅡl1。可以用于 ME1VIS结构变形和形 

貌测量。图22是图21所示微镜电极板三维形貌的测 

试结果 
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